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１．概要（Summary） 

低温成長 GaAs 系混晶半導体は, 光通信帯光源が利

用可能な光伝導アンテナ (PCA) 用半導体材料として注

目されている. 本研究グループでは, PCA用半導体材料

に必須の高抵抗, 短キャリア寿命, 高移動度の 3 つの特

性を満たす材料探索とその基礎物性の解明を行っている. 

本年度は, 低温成長 GaAsBi の結晶性と電気的特性を

調べたので報告する.  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 薄膜構造評価 X 線回折 (XRD) 

装置, ラザフォード後方散乱 (RBS) 測定装置, ホール

効果測定装置 

【実験方法】 

 低温成長 GaAsBi は, 分子線エピタキシー法を用いて

250 ˚C 以下の低温で成長した. ホール効果測定のため

試料の表面上四角に電極を形成した. この時の電極材

料は In-Sn とした. 電極を形成後, 電流-電圧 (I-V) 測

定を行った. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

最初に, 形成した電極のオーム性接触を確認した. I-V

測定結果を図 1に示す. XRD測定と RBS測定で, 低温

成長 GaAs 系混晶半導体が成長していることを確認し, 

アンチサイトヒ素 (AsGa) が導入されている可能性を示唆

する結果を得た. そのため, 帯電した AsGa を介したホッ

ピング伝導を確認することを目的としてホール効果測定を

行った. その結果を表 1 に示す. 表 1 より, 低温成長

GaAs 系混晶半導体は負のホール係数を示していること

が確認できた. これより, 多数キャリアが電子であることが

わかった. また, 熱処理後の低温成長 GaAs [1,2] と比

べて低い抵抗率と移動度であることが確認できたため, 

欠陥を介したホッピング伝導が関与している可能性が考え

られる. 

 今後は, 今回確認した低温成長 GaAsBi の低い抵抗

率と移動度は帯電した AsGa によるものであることを確認

する計画である.  
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Figure 1: I-V characteristics of the sample. 

Table I: Result of Hall-effect measurement. 


